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BF 197

SILIZIUM - NPFN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fllr nicht geregelte FE-IF-Verstlrkeratufen,
speeiell flr Video-ZF -Endstufen

Mechanjsche Daten:
Gohluse: Kunststoff, SO0T-25
MaBangaben in mm.

L¥tung: Die zullssige

L¥tdauer betrlgt max. T |
3 8 bei einer Kolben- S |
h:I.Lntt!lp!rltnr von _i ﬂ
max. 3007°C. | :?*
Lrﬂnuzila- E
[ !
v 2
.
ha i Smeria
Burgdaten:
Eollektor-Sperrspannung Ugp ¢ = max. 40 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Upp g = max. 26 ¥
Kol lektorstrom Ig - mAX. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei l-u = 48°C Ptnt = max., 200 =W
Sperrschichttemperatur LY = max. 1258 °C
GleichstromverstBrkung
.!i UI:E - ll} l'l', In - 1 ﬂ. ’ - 115
VorwRrtssteilheit
bei Upg = 10V, 1o = 7T mA, f = 35 MH: |¥21el = 170 =S
Transit-Frequensz
bei Ugp = 10V, 1o = 5 mA fy - 550 Mz
Rilckwirkungskapazitiit
bei Upgp = 10V, Ip = 1 mA, f = 10,7 MHgz Cio, = 0,3 pF
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BF 197

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0

Emitter-Sperrspannung bei I, = 0:
Kollektorstrom:
Gesamtverluatleistung:
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

OEM:Valvo Transistor BF197 Datasheet
Absolute Grengwerte: (glltig bis &, ll!}
'L'cn 0 BAX. 40 V
Kellektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = 0: Uck o max. 25 V
U“ 0 BAX s 4 v
IC BAX . 256 mA
Ptat max, 250 mW
8y max. 126 °C
bg min -65 °C
8g max, 1258 °C
WErmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: B v 0,4 gred/aW
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Eennwerte: (bei &y = 25°C)

Basisstrom

bei Upg = 10 V, I = 7 mA: Iy 60 (5 188) A

Basisspannung I}

bei Ugg = 10 V, Ig = 7 mA: Upg = 750 (5 goo) wv
Transit-Frequenz
bei '.]cl.: = 10 "-’, lc - & l‘-, !u = 100 MHz: tll - 1] MHz
Rilekwirkungskapazitlit
bei Upp = 10V, Ip = 1 mA, § = 10,7 MHz: ~Cjae = 0,3 pF
erzielbare Leistungsverstlirkung 2)
bei Upp = 10V, Ipo = TmA, f = 35 MHz: VF opt ® 43 dB
bei UIJE = 10 V, ].': = Tmh, { = 45 MHz: "Irp apt - 41 dB
Vierpol-Keaffizienten
bei Upp = 10V, Ip = 7 mA und f = a6 45 MH z
Bileg = b 5,56 m8
bige = 10 13 ' =8
'C“. - "5 lﬂ-
|g|2'| - 67 B us

-F12e ™ p2° 92°
|r2“| - 170 158 mS
-921, = 22° 28°
€20, = B o5
bpa, = 0,4 0,5
Cong k = 148 1,8

LE- R

1) svgp/ts = -1,7 mV/grd

2y 2z g
) ‘p opt * !’21!' /(4 Ei1e '221]
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